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図 1．(上)ODMR スペクトル．(下)ドレ

スト状態の生成周波数のマイクロ波強

度変化依存性 

ハイブリットセンサに実現に向けた 

ダイヤモンド NV 中心におけるドレスト状態の生成 
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ダイヤモンド中の窒素―空孔(NV)中心は，室温下で

長い位相緩和時間(T2)を持つため，量子情報処理デバ

イスや量子センサの実現に向けて広く研究が行われ

ている．特に量子センサの研究分野では，センサの感

度向上のために，核スピンを量子メモリとして用いた

ハイブリットセンサが注目されている [1]．このハイ

ブリットセンサの高感度化のためには，量子メモリの

利用と T2の長時間化が要求される．この課題に対して

我々は，シリコン中のリンにおいて Aulter-Towns 

Splitting (ATS) 法[2]により生成されたドレスト状態の

T2 の長時間化の報告に注目し[3]，この ATS 法による

NV 中心におけるドレスト状態をメモリとして使用す

ることで、T2が短くなることを防ぐまたは、更なる長

期化が期待できる．そこで本研究では，この ATS 法を用いた単一 NV 中心におけるドレスト状態

の生成を室温下で行った．ATS 法によるドレスト状態を生成するために，ドレスト状態のマイク

ロ波強度依存性を測定した．その結果，マイクロ波強度が強くなると，ドレスト状態が現れ，電

子スピン共鳴信号が３つに分裂した (図 1) [4]．本講演では，ATS 法を用いた NV 中心におけるド

レスト状態の生成原理と結果の詳細について議論する．  

本研究は， 新学術領域(No. 15H05868)，科研費(16H02088, No. 16K17848)の支援を得た． 
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